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半導体デバイスの高集積化の要求に伴い微細加工技術が開発されてきた。2 次元的加工から 3

次元的加工の必要性から等方性エッチングから異方性エッチングが必須となっていった。プラズ

マを用いた反応性エッチング技術が異方性エッチングを可能とし、研究開発がすすめられた。“高

アスペクト比”という言葉が使われだしたのが 1980 年代後半からである。加工形状も溝からホー

ルへ、材料もメタル系から絶縁膜系と難易度が上がっていった。その後、現在では NAND デバイ

スでは百層を超える酸化膜と窒化膜の積層膜に超高アスペクト比ホールが形成されている。この

エッチング加工プロセスにおいてはアスペクト比の向上に伴い様々な課題が生じている。従って、

高アスペクト比のホールの中では、基板最表面と異なり、どの様な現象が発生しているのかに興

味が持たれてきた。一般的にはホール加工において装置制御外部パラメータ（高周波パワーやガ

ス圧力など）と加工形状との比較による研究開発がすすめられているが、穴底での反応現象を理

解するには間接的な考察となる。そこで、我々はそれら現象の直接的な観測を目標として研究を

進めてきた。それら定量的な情報が最終的にはシミュレーションなどに組み込まれて加工形状予

測精度の向上を可能にすると考えている。本報告では現在に至るまでの高アスペクト比ホールエ

ッチングに関連する研究の進展状況などに関して紹介する予定である。 
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